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布置图： 
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P1402/P1502 set  各部分说明： 

1. P1402  高频磁场源 

P1402 型磁场源检测集成电路在高频磁场下的抗干扰性。被测集成电路处于工作状态。P1402 型磁场

源与功率放大器和高频信号发生器连接使用。�

 
具体指标： 

频率范围� DC～3�GHz�

输入阻抗� 0.1�Ω�

生成的磁感应强度� (h=3mm)� 69�µT�

生成的磁感应强度� B�(h=10mm)� 35�µT�

电流表 

测量输出� 50�Ω,�SMB�

分流器� 0.1�Ω�

电流修正系数� R� -26�dBΩ�

最大正向功率� 100�W�

输入接口� N 型,�50�Ω�

重量� 750�g�

尺寸� (L�x�W�x�H)� (180�x�96�x�96)�mm�

频率特性�

 

安装视图�

�

� �
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2. P1502  高频电场源 

P1502 型电场源检测集成电路在高频电场下的抗干扰性。被测集成电路处于工作状态。P1501 型电场

源与功率放大器和高频信号发生器连接使用。�

 
具体指标： 

频率范围� DC～3�GHz�

输入阻抗� 5�kΩ�

生成的电场强度� E（h=10mm）� 14�kV/m�

生成的电场强度� E� 47�kV/m�

电压表�

电压修正系数� -20�log�ω�+�246�dB�

测量输出� 50�Ω,�SMB�

最大正向功率� 100�W�

输入接口� N 型,�50�Ω�

重量� 700�g�

尺寸� (L�x�W�x�H)� (180�x�96�x�96)�mm�

频率特性�

 

安装视图�

�
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3. BPM 02  磁场计 

BPM�02 是磁场计，用于测量磁场强度特性在 3GHz 以下的时间变化。下限频率取决于测量装置。�

 

具体指标： 

频率范围� 500�kHz～3�GHz�

示波器校正� 1.26�·�106�·�∫UAV�dt�

频谱分析仪校正� B/dB�(µT):�u�/�dB(µV)�+122�-�20�log_10�(ω/Hz)�

频谱分析仪校正� B/dB�(µT):�u�/�dB(µV)�+�122�-�16�-�20�log_10�(f/Hz)�

�

4. EPM 02  电场传感器 

EPM�02 适用于带宽高达 3GHz 的快速瞬变测量。EPM�02 的下限频率取决于测量装置，根据所用测

量设备的噪声限制，下限频率在较低的频率范围内。例如，在 126�nV 的噪声和 100�V/cm 的场强下，在

较低频率下 EPM�02 的测量极限为 1kHz。dE/dt 磁场计的衰减与频率成比例地减小。�

�
具体指标： 

频率范围� 3�GHz�

测量输出� 50�Ω,�SMB�

示波器校正� E�[V/cm]:�3,55�·�1012�·�∫UAV�dt�

频谱分析仪校正� E/dB(µV/cm):�u�/�dB(µV)�+�251�-�20�log_10�(ω/Hz)�

频谱分析仪校正� E/dB(µV):�u�/�dB(µV)�+251�-16�-�20�log_10�(f/Hz)�

最大射频场强� <�1�kV/cm�

最大脉冲场强� <�100�kV/cm�

频率特性�

�
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